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(57) Пристрій для вимірювання оптичної потужнос-
ті з частотним виходом на основі фоточутливих
транзисторів, який містить перше джерело постій-
ної напруги, перший МДН-фототранзистор, два
резистори, два конденсатори, МДН-транзистор,
загальну шину, причому затвор першого МДН-
фототранзистора підключений до другого виводу
першого резистора, другий вивід другого конден-
сатора і другий полюс першого джерела постійної
напруги підключені до загальної шини, який відрі-
зняється тим,  що введено другий МДН-
фототранзистор, друге джерело постійної напруги,
причому перший та другий МДН-фототранзистори
виконано з прозорим затворним електродом із
ауруму, що є чутливим до випромінювання, а по-
верхня підкладки вільна від діелектрика, чутлива
до випромінювання і має над областю каналу па-

зи, площа перерізу кожного з яких А задовольняє
наступне співвідношення: A<S/n, де S - площа ка-
налу, n - число пазів, причому перший полюс пер-
шого джерела постійної напруги з'єднаний з пер-
шим виводом першого резистора, другий вивід
першого резистора з'єднаний з затвором першого
МДН-фототранзистора, стік якого підключений до
першого виводу першого конденсатора, затвора та
витоку МДН-транзистора і затвора другого МДН-
фототранзистора, який утворює першу вихідну
клему, при цьому витік першого МДН-
фототранзистора з'єднаний зі стоком і підкладкою
другого МДН-фототранзистора, а другий вивід
першого конденсатора з'єднаний з підкладкою
МДН-транзистора і першим виводом другого рези-
стора, а другий вивід другого резистора з'єднаний
зі стоком МДН-транзистора, першим виводом дру-
гого конденсатора і першим полюсом другого дже-
рела постійної напруги, при цьому другий полюс
другого джерела постійної напруги підключений до
другого виводу другого конденсатора, витоку дру-
гого МДН-фототранзистора і другого полюса пер-
шого джерела постійної напруги, які утворюють
загальну шину, до якої підключена друга вихідна
клема.

Корисна модель відноситься до галузі контро-
льно-вимірювальної техніки і може бути викорис-
тана для вимірювання оптичної потужності в різ-
номанітних пристроях автоматичного керування
технологічними процесами.

Відомий фотодатчик [Авторське свідоцтво
СРСР №911173, кл. G01J1/44, 1982, Бюл. №9].
Конструкція фотодатчика наступна. Пристрій міс-
тить фоторезистор, з'єднаний з джерелом струму,
керуючий вхід якого зв'язаний з виходом масштаб-
ного підсилювача, вхід якого зв'язаний з серед-
ньою точкою другого фоторезистора і резистора.
Джерело струму включає польові і біполярний
транзистор, а також резистори. Така схема дозво-
ляє керувати струмом через фоторезистор, при

чому як в сторону збільшення, так і в сторону зме-
ншення. Напруга корекції формується додатковим
каналом. Цей канал включає другий фоторезистор
і резистор. Фоторезистор опромінюється тим же
світловим потоком. При зміні температури напруга
на фоторезисторі зменшується. Температура ком-
пенсації не буде повною, так як зміни будуть бли-
зькими, але не зовсім ідентичними навіть для од-
накових типів фоторезисторів.

Недоліком даного пристрою є невелика чутли-
вість і точність виміру,  яка пов'язана з тим,  що,
враховуючи дію каналу корекції і те, що його при-
ріст протилежні основному каналу, струм через
фоторезистор збільшується і напруга залишається
тієї ж величини.
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За прототип обрано датчик теплового і оптич-
ного випромінювання [Авторське свідоцтво СРСР
№1511601, кл. G01J1/44, 1989, Бюл. №36], який
містить перший і другий фотодіоди, реактивний
МДН-фототранзистор, в подальшому перший
МДН-фототранзистор, МДН-транзистор, перший і
другий конденсатори, перший, другий і третій ре-
зистори та джерело напруги, в подальшому перше
джерело постійної напруги, причому анод другого
фотодіода підключений до аноду першого фотоді-
ода, катод якого підключений до витоку першого
МДН-фототранзистора та першого виводу першо-
го конденсатора, катод другого фотодіода підклю-
чений до першого виводу першого резистора, ви-
току МДН-транзистора та стоку першого МДН-
фототранзистора, затвор якого підключений до
затвору МДН-транзистора, першого виводу друго-
го резистора, першого виводу другого конденсато-
ра та першого полюсу першого джерела постійної
напруги, стік МДН-транзистора підключений до
другого виводу другого резистора та першого ви-
воду третього резистора, другі виводи першого і
другого конденсаторів, першого і третього резис-
торів і другий полюс першого джерела постійної
напруги підключені до загальної шини.

Недоліком такого пристрою є мала чутливість
в області малих величин оптичного випромінюван-
ня і невелика точність виміру.

В основу корисної моделі поставлена задача
створення пристрою для вимірювання оптичної
потужності з частотним виходом на основі фоточу-
тливих транзисторів, в якому за рахунок введення
нових елементів та зв'язків між ними досягається
зміна як ємності, так і індуктивності коливального
контуру, що підвищує чутливість і точність виміру
оптичного випромінювання.

Поставлена задача досягається тим, що в
пристрій для вимірювання оптичної потужності з
частотним виходом на основі фоточутливих тран-
зисторів, який містить перше джерело постійної
напруги, перший МДН-фототранзистор, два резис-
тори, два конденсатори, МДН-транзистор, загаль-
ну шину, причому затвор першого МДН-
фототранзистора підключений до другого виводу
першого резистора, другий вивід другого конден-
сатора і другий полюс першого джерела постійної
напруги підключені до загальної шипи, введено
другий МДН-фототранзистор, друге джерело по-
стійної напруги,  причому перший та другий МДН-
фототранзистори виконано з прозорим затворним
електродом із ауруму (Аu), що є чутливим до ви-
промінювання, а поверхня підкладки вільна від
діелектрика, чутлива до випромінювання і має над
областю каналу пази, площа перерізу кожного з
яких А задовольняє наступне співвідношення:
A<S/n, де S - площа канала, n - число пазів, при-
чому перший полюс першого джерела постійної
напруги з'єднаний з першим виводом першого ре-
зистора, другий вивід першого резистора з'єдна-
ний з затвором першого МДН-фототранзистора,
стік якого підключений до першого виводу першого
конденсатора, затвору та витоку МДН-транзистора
і затвору другого МДН-фототранзистора, який
утворює першу вихідну клему, при цьому витік
першого МДН-фототранзистора з'єднаний зі сто-

ком і підкладкою другого МДН-фототранзистора, а
другий вивід першого конденсатора з'єднаний з
підкладкою МДН-транзистора і першим виводом
другого резистора, а другий вивід другого резис-
тора з'єднаний з стоком МДН-транзистора, пер-
шим виводом другого конденсатора і першим по-
люсом другого джерела постійної напруги, при
цьому другий полюс другого джерела постійної
напруги підключений до другого виводу другого
конденсатора, витоку другого МДН-
фототранзистора і другого полюсу першого дже-
рела постійної напруги, які утворюють загальну
шину, до якої підключена друга вихідна клема.

На кресленні подано схему пристрою для ви-
мірювання оптичної потужності з частотним вихо-
дом на основі фоточутливих транзисторів.

Пристрій містить перше джерело постійної на-
пруги 1, перший резистор 2, перший МДН-
фототранзистор 3, другий МДН-фототранзистор 4,
причому обидва виконано з прозорим затворним
електродом із An, що є чутливим до випроміню-
вання, а поверхня підкладки вільна від діелектри-
ка, чутлива до випромінювання і має над областю
каналу пази, площа перерізу кожного з яких А за-
довольняє наступне співвідношення: A<S/n, де S -
площа канала, n - число пазів, перший конденса-
тор 5, МДН-транзистор 6, другий резистор 7, дру-
гий конденсатор 8, друге джерело постійної напру-
ги 9, причому перший полюс першого джерела
постійної напруги 1 з'єднаний з першим виводом
першого резистора 2, другий вивід першого резис-
тора 2 з'єднаний з затвором першого МДН-
фототранзистора 3, стік якого підключений до
першого виводу першого конденсатора 5, затвору
та витоку МДН-транзистора 6 і затвору другого
МДН-фототранзистора 4, який утворює першу ви-
хідну клему, при цьому витік першого МДН-
фототранзистора 3 з'єднаний зі стоком і підклад-
кою другого МДН-фототранзистора 4, а другий
вивід першого конденсатора 5 з'єднаний з підклад-
кою МДН-транзистора 6 і першим виводом другого
резистора 7, а другий вивід другого резистора 7
з'єднаний з стоком МДН-транзистора 6, першим
виводом другого конденсатора 8 і першим полю-
сом другого джерела постійної напруги 9, при цьо-
му другий полюс другого джерела постійної напру-
ги 9 підключений до другого виводу другого
конденсатора 8, витоку другого МДН-
фототранзистора 4 і другого полюсу першого дже-
рела постійної напруги 1, які утворюють загальну
шину, до якої підключена друга вихідна клема.

Пристрій для вимірювання оптичної потужності
з частотним виходом на основі фоточутливих тра-
нзисторів працює таким чином. В початковий мо-
мент часу оптичне випромінювання не діє на пер-
ший і другий МДН-фототранзистори 3 і 4.
Підвищенням напруги першого джерела постійної
напруги 1 і другого джерела постійної напруги 9 до
величини, коли на електродах стоку першого МДН-
фототранзистора 3 і витоку другого МДН-
фототранзистора 4 виникає від'ємний опір, який
приводить до виникнення електричних коливань в
контурі, який утворений паралельним включенням
повного опору з ємнісним характером на електро-
дах стік - витік першого МДН-фототранзистора 3 і
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другого МДН-фототранзистора 4 та повного опору
з індуктивним характером, який утворений зсувом
фази електричного кола першого конденсатора 5 і
другого резистора 7, що існує на електродах витік
- стік МДН-транзистора 6. Перший резистор 2 до-
зволяє керувати напругою на затворі першого
МДН-фототранзистора 3. Другий конденсатор 8
запобігає проходженню змінного струму через дру-
ге джерело постійної напруги 9. При наступній дії

оптичного випромінювання на перший і другий
МДН-фототранзистори 3 і 4 змінюється як ємнісна
складова повного опору на електродах стік - витік
першого МДН-фототранзистора 3 і другого МДН-
фототранзистора 4, так і індуктивна складова пов-
ного опору на електродах витік - стік МДН-
транзистора 6, а це викликає ефективну зміну ре-
зонансної частоти коливального контуру.
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